Données techniques sur les éléments chauffants infrarouges
Différents types d'émetteurs infrarouges

Les matériaux sont sélectifs quant a la longueur d'onde qu'ils absorbent dans I'infrarouge. La plupart des matériaux montrent un pic
d'absorption entre 3 et 4 microns (um).

Lalongueur d'onde produite par la source de chaleur est fonction de la température de la source. |l est donc possible d'ajuster la
température de la source et donc la longueur d'onde pour qu'elle corresponde au pic d'absorption de la matiere a réchauffer.

La formule donnant la température de surface en fonction de la longueur d'onde (p) est la suivante:

°C =(2897/p)-273 ou °F = (5215/p)-459

Par exemple, si le produit a réchauffer a un pic d'absorption a 3.5y, la température de surface de I'élément chauffant doit étre:
(2897/3.5)-373 = 555°C, ou (5215/3.5)-459 = 1031°F.

Cette regle s'applique quelle que soit la construction de la source de chaleur.

Ainsi, les ampoules a filament ayant une température trés élevée, elles rayonneront dans le proche infrarouge, des éléments blindés
en Incolloy dont les températures sont de 600 a 700°C vont rayonner dans l'infrarouge moyen, et des émetteurs en céramique avec
une tempeérature de surface de 400 a 500°C vont rayonner dans l'infrarouge long.

Ce qui va faire la différence dans le rendement final est le pourcentage d'énergie fournie a la source de chauffage qui sera convertie
dans lalongueur d'onde requise.

Cela signifie également qu'il est possible de régler la longueur d'onde de pic d'une source de rayonnement en contrélant sa
température de surface, par exemple par réglage de la tension ou la commande de la puissance, et surtout en utilisant pour I'élément
chauffant des matériaux ayant la plus grande émissivité dans la longueur d'onde voulue. Les tubes en carbure de silicium frittés
atteignent une émissivité proche de 100% (similaire a un corps noir) dans la zone de 3 a 4 microns, c'est-a-dire pour des
températures de surface de 450 a 690°C (840 a 1280°F).

Comportement thermique des radiants infrarouges en carbure de silicium
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Variation de la température de surface d'un radiant infrarouge en
carbure de silicium en fonction de la distance des extrémités. Les
extrémités étant plus froides que le centre, rayonnent dans
I'infrarouge plus long.

Température de surface d'un radiant infrarouge en carbure de
silicium en fonction de la charge surfacique, mesuré au centre.

Emissivité de quelques matériaux
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Emisslvit Emissivité Emisslvits Emissivité
missivite Surface polie | Surface oxydée noir missivite Surface polie Surface oxydée noir
Aluminium 0.09 0.22 Incoloy 800 0.20 0.92
Laiton 0.04 0.60 Inconel 600 0.20 0.92
Cuivre 0.04 0.65 Carbure de silicium fritté N.A 0.93
e S(E, e, S 0.17 0.85 Corps noir N.A 1.00

Pics d’absorption des Matiére
rayonnements infrarouges Eau Aluminium Lin, cotton Béton Soie Platre Porcelaine

Pic principal(y) 3 3 3 3 3 3 5
Pic secondaire(p) 6 8.5 6.5 6.5 5 6 8
Verre, Cristal|Polyéthyléne | Plexiglass PVC Polystyréne |Oxyde de magnésium{ Caoutchouc

Pic principal(y) 8 3.5 6 3.5 3.5 3.5 3.5
Pic secondaire(u) N/A 7 9 7 7 8
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Répartition de la chaleur en largeur selon la Evolution dans le temps de la température Pénétration de la chaleur en fonction de la
distance par rapport au centre, aprés différentes [moyenne mesurée au centre pour différentes profondeur de I'échantillon, pour différents temps
durée de chauffe. Distance entre I'émetteur et distances entre I'échantillon et I'émetteur de chauffage. Distance entre I'émetteur et
I'échantillon: 450mm :




